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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】低抵抗、ドライエッチング耐性，ゲート絶縁膜
との選択ウェットエッチング、積層数２層以下、断面の
テーパ加工の各要件を満たすボトムゲート型ＴＦＴの映
像信号線を有する液晶表示装置の提供。
【解決手段】映像信号線を、下層である第１の導電膜と
上層である第２の導電膜からなる積層膜で、前記第１の
導電膜はＭｏを主成分としＷを含有する合金であり、前
記第２の導電膜はＭｏを主成分としＺｒを含有する合金
である積層構成する。低抵抗，ドライエッチング耐性，
ゲート絶縁膜との選択ウェットエッチング，積層数２層
以下、断面のテーパ加工の各要件を満たすボトムゲート
型ＴＦＴの映像信号線を有する液晶表示装置が提供され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】一対の基板と、前記一対の基板に挟持され
た液晶層と、前記一対の基板の一方の基板に形成される
複数の走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に
交差する複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映
像信号線との交点付近に形成された薄膜トランジスタ
と、前記薄膜トランジスタに接続された画素電極と、前
記走査信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、前記映像信号
線と前記薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを
有し、前記走査信号線と前記映像信号線の少なくとも一
方の信号線が下層である第１導電膜と上層である第２導
電膜との二層膜から構成される液晶表示装置において、
前記第１導電膜はモリブデンを主成分としタングステン
を含有する合金であり、前記第２導電膜はモリブデンを
主成分としジルコニウムを含有する合金であることを特
徴とする液晶表示装置。
【請求項２】請求項１の液晶表示装置において、
前記第１導電膜はモリブデンを主成分としタングステン
を含有する合金であり、
前記第２導電膜はモリブデンを主成分としジルコニウム
を４重量％以上含有する合金であることを特徴とする液
晶表示装置。
【請求項３】請求項１又は２に記載の液晶表示装置にお
いて、
前記二層膜のシート抵抗と全膜厚との積として定義され
る平均導電率が１７０ｎΩ／ｍ以下であることを特徴と
する液晶表示装置。
【請求項４】請求項１から３のいずれか一項に記載の液
晶表示装置において、
前記第１導電膜の加工端部断面が順テーパ形状となって
いることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】一対の基板と、前記一対の基板に挟持され
た液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される複数の
走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に交差す
る複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映像信号
線との交点付近に形成された薄膜トランジスタと、前記
薄膜トランジスタに接続された画素電極と、前記走査信
号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、前記映像信号線と前記
薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを有し、前
記映像信号線と前記薄膜トランジスタのソース及びドレ
イン電極が下層である第１導電膜と上層である第２導電
膜との二層膜から構成され、前記第１導電膜が前記薄膜
トランジスタを構成するシリコンと直接接続し、前記保
護絶縁膜に設けられたスルーホールを介して前記第２導
電膜が前記画素電極と直接接続する液晶表示装置におい
て、
前記第１導電膜はモリブデンを主成分としタングステン
を含有する合金であり、前記第２導電膜はジルコニウム
を含有する合金であることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】請求項５の液晶表示装置において、
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前記第１導電膜はモリブデンを主成分としタングステン
を含有する合金であり、前記第２導電膜はモリブデンを
主成分としジルコニウムを４重量％以上含有する合金で
あることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項７】請求項５又は６に記載の液晶表示装置にお
いて、
前記二層膜のシート抵抗と全膜厚との積として定義され
る平均導電率が１７０ｎΩ／ｍ以下であることを特徴と
する液晶表示装置。
【請求項８】請求項５から７のいずれか一項に記載の液
晶表示装置において、
前記第１導電膜の加工端部断面が順テーパ形状となって
いることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項９】請求項５から８のいずれか一項に記載の液
晶表示装置において、
前記走査信号線がアルミニウムを主成分とする合金とモ
リブデンを主成分とする合金との積層膜から構成される
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１０】請求項９の液晶表示装置において、
前記画素電極がインジウム酸化物と錫酸化物と亜鉛酸化
物との混合酸化物であることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項１１】一対の基板と、前記一対の基板に挟持さ
れた液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される複数
の走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に交差
する複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映像信
号線との交点付近に形成された薄膜トランジスタと、前
記走査信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、前記映像信号
線と前記薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜と、
前記複数の走査信号線と前記複数の映像信号線とで囲ま
れる領域に形成された複数の画素内に前記一対の基板の
一方に形成される少なくとも一対の画素電極と対向電極
とを有し、前記画素電極には、前記走査信号線からの走
査信号の供給に基づいて駆動される前記薄膜トランジス
タを介して映像信号が供給され、前記対向電極には、前
記複数の画素に渡って形成される対向電圧信号線を介し
て基準電圧が供給され、前記画素電極が下層である第１
導電膜と上層である第２導電膜との二層膜から構成され
る液晶表示装置において、
前記第１導電膜はモリブデンを主成分としタングステン
を含有する合金であり、前記第２導電膜はジルコニウム
を含有する合金であることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１２】請求項１１の液晶表示装置において、
前記第１導電膜はモリブデンを主成分としタングステン
を含有する合金であり、前記第２導電膜はモリブデンを
主成分としジルコニウムを４重量％以上含有する合金で
あることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１３】請求項１１又は１２に記載の液晶表示装
置において、
前記二層膜のシート抵抗と全膜厚との積として定義され
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る平均導電率が１７０ｎΩ／ｍ以下であることを特徴と
する液晶表示装置。
【請求項１４】請求項１１から１３のいずれか一項に記
載の液晶表示装置において、
前記第１導電膜の加工端部断面が順テーパ形状となって
いることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１５】一対の基板と、前記一対の基板に挟持さ
れた液晶層と、前記一対の基板の一方に形成される複数
の走査信号線と、前記走査信号線とマトリクス状に交差
する複数の映像信号線と、前記走査信号線と前記映像信
号線との交点付近に形成された薄膜トランジスタと、前
記薄膜トランジスタに接続された画素電極と、前記薄膜
トランジスタの多結晶シリコンを概ね覆うゲート絶縁膜
と、前記走査信号線を概ね覆い前記走査信号線と前記映
像信号線とを絶縁する層間絶縁膜と、前記映像信号線を
概ね覆う保護絶縁膜とを有し、前記薄膜トランジスタの
ゲート電極が下層である第１導電膜と上層である第２導
電膜との二層膜から構成される液晶表示装置において、
前記第１導電膜はモリブデンを主成分としタングステン
を含有する合金であり、前記第２導電膜はジルコニウム
を含有する合金であることを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は薄膜トランジスタ
（ＴＦＴ）によって駆動するアクティブマトリクス型液
晶表示装置（ＡＭ―ＬＣＤ）、及びその製造方法に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】薄型化・軽量化・高精細化が図れる画像
表示装置として、従来のブラウン管に比べ、薄膜トラン
ジスタ駆動液晶表示装置（ＴＦＴ―ＬＣＤ）の市場が拡
大している。ＴＦＴ―ＬＣＤは、ガラス基板上に形成さ
れた、走査信号線，映像信号線、走査信号線と映像信号
線の交点付近に作製された薄膜トランジスタ，薄膜トラ
ンジスタに接続された画素電極，ゲート絶縁膜，保護膜
と、対向基板と、前記ガラス基板と前記対向基板との間
に狭持された液晶層などから構成される。近年、ＴＦＴ
―ＬＣＤの画面の大型化，高精細化が進行するにつれ、
走査信号線，映像信号線の低抵抗化や生産歩留り等に関
する要求仕様はますます厳しくなりつつある。また、工
程を簡略化することにより生産コストを低減することも
求められている。
【０００３】ボトムゲート型非晶質シリコンＴＦＴ―Ｌ
ＣＤの映像信号線には従来、Ｔｉ，Ｔａ，Ｃｒ，Ｍｏ，
ＣｒＭｏ等の単層の金属膜からなるもの、またＭｏ／Ｃ
ｒ，Ａｌ／Ｔｉ，ＣｒＭｏ／Ｃｒ，Ｍｏ／Ａｌ／Ｍｏ，
Ｔｉ／Ａｌ／Ｔｉ，Ｃｒ／Ａｌ／Ｃｒ，ＭｏＣｒ／Ａｌ
／ＭｏＣｒ等の積層された金属膜からなるものが採用さ
れている。ここでスラッシュ（／）は積層膜の構成を表
現しており、スラッシュの左側が上層で右側が下層であ
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る。これらの配線構成は、液晶駆動に必要な配線抵抗仕
様，スパッタ工程の生産能力，エッチング装置の能力等
に応じて適時選択される。
【０００４】このうち、低配線抵抗が得られる構成とし
ては、Ａｌを採用したＡｌ／Ｔｉ，Ｍｏ／Ａｌ／Ｍｏ，
Ｔｉ／Ａｌ／Ｔｉ，Ｃｒ／Ａｌ／Ｃｒ，ＭｏＣｒ／Ａｌ
／ＭｏＣｒ、それらに準ずる低配線抵抗が得られる構成
としては、純Ｍｏを採用したＭｏ，Ｍｏ／Ｃｒが挙げら
れる。なお、Ｔｉ／Ａｌ／ＴｉやＭｏ／Ａｌ／Ｍｏのよ
うにＡｌの上下にＴｉやＭｏを積層する理由は、薄膜ト
ランジスタを構成するシリコンやインジウム酸化物等を
主成分とする画素電極とのコンタクトを良好にするため
である。また、スパッタ工程への負荷が軽い簡略な構成
としては、単層の構成のＴｉ，Ｔａ，Ｃｒ，Ｍｏ，Ｃｒ
Ｍｏ、それらに準ずる低負荷の構成としては、二層の構
成のＭｏ／Ｃｒ，Ａｌ／Ｔｉが挙げられる。また、弗化
水素酸系のエッチング液を用いずにゲート絶縁膜との選
択ウェットエッチング加工ができる構成としては、Ｃ
ｒ，Ｍｏ，ＣｒＭｏ，Ａｌ／Ｃｒ，Ｍｏ／Ａｌ／Ｍｏ，
Ｔｉ／Ａｌ／Ｔｉ，Ｃｒ／Ａｌ／Ｃｒ，ＭｏＣｒ／Ａｌ
／ＭｏＣｒが挙げられる。また、映像信号線やそれと同
一層で形成されるドレイン電極，ソース電極を概ねカバ
ーする保護絶縁膜に対しドライエッチングにより配線膜
を消失させずにスルーホールが形成できる構成として
は、Ｔｉ，Ｃｒ，ＣｒＭｏ，Ｍｏ／Ｃｒ，ＣｒＭｏ／Ｃ
ｒ，Ｔｉ／Ａｌ／Ｔｉ，Ｃｒ／Ａｌ／Ｃｒ，ＭｏＣｒ／
Ａｌ／ＭｏＣｒが挙げられる。
【０００５】以上の映像信号線の構成は、それぞれ上述
のような特長を持っているが、低配線抵抗，スパッタ工
程への低負荷，ゲート絶縁膜との選択ウェットエッチン
グ加工，ドライエッチングによる保護絶縁膜へのスルー
ホール形成という要求項目を同時に満たす構成はない。
【０００６】例えば、Ｔｉは抵抗率が高く、そのウェッ
トエッチングには緩衝弗化水素酸を使用するためゲート
絶縁膜との選択ウェットエッチング加工が困難である。
また、Ｔａは抵抗率が高く、そのウェットエッチングに
は緩衝弗化水素酸を使用するためゲート絶縁膜との選択
ウェットエッチング加工が困難であり、ＳＦ
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 ガスにエ

ッチングされるためドライエッチングによる保護絶縁膜
へのスルーホール形成が困難である。また、Ｃｒ，Ｃｒ
Ｍｏ，ＣｒＭｏ／Ｃｒも抵抗率が高い。また、ＭｏはＳ
Ｆ
6
 ガスにエッチングされるためドライエッチングによ

る保護絶縁膜へのスルーホール形成が困難である。ま
た、Ｍｏ／Ｃｒは、ウェットエッチング加工の際にＭｏ
層が異常に急速に溶解するためパターニングが困難であ
る。また、Ａｌ／Ｔｉはドライエッチングによる保護絶
縁膜へのスルーホール形成に加えてＡｌをエッチングす
る必要があるため工程が煩雑である。また、Ｍｏ／Ａｌ
／Ｍｏはそのキャップ層であるＭｏがＳＦ

6
 ガスにエッ

チングされるためドライエッチングによる保護絶縁膜へ
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のスルーホール形成が困難であり、三層の成膜を要する
ためスパッタ工程への負荷が大きい。また、Ｔｉ／Ａｌ
／Ｔｉ，Ｃｒ／Ａｌ／Ｃｒ，ＭｏＣｒ／Ａｌ／ＭｏＣｒ
も三層の成膜を要するためスパッタ工程への負荷が大き
い。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】本発明の第一の課題
は、低配線抵抗，スパッタ工程への低負荷，ゲート絶縁
膜との選択ウェットエッチング加工，ドライエッチング
による保護絶縁膜へのスルーホール形成，薄膜トランジ
スタのシリコンや画素電極を構成する透明導電膜との良
好なコンタクト、という要求項目を同時に満たす映像信
号線の構成を実現し、これを採用した液晶表示装置を提
供することである。ここで、配線抵抗の目標値は、シー
ト抵抗と全膜厚との積として定義される平均導電率が１
７０ｎΩ／ｍ以下であることとする。この平均導電率
は、Ｃｒ単層膜やＣｒＭｏ単層膜で達成可能な１８０ｎ
Ω／ｍよりも低いレベルである。
【０００８】スパッタ工程への低負荷の目標は、積層の
層数が２層以下であることである。ゲート絶縁膜との選
択ウェットエッチング加工は、緩衝弗化水素酸のような
ゲート絶縁膜を侵すものや、レジストへのダメージがあ
るアルカリ溶液を除いた薬液でエッチング加工ができる
ことである。また、工程の簡略性の観点から、積層の配
線構成に対しては上下層を一括エッチング加工できるこ
とを条件とする。また、配線断面をテーパ形状に加工で
きることを条件とする。ドライエッチングによる保護絶
縁膜へのスルーホール形成は、配線と画素電極とのコン
タクトを形成するために配線のコンタクト層がＳＦ

6
 ガ

スによるドライエッチングに対して耐性を有することで
ある。言うまでもなく、Ａｌを主成分とする合金をこの
コンタクト層に用いることは困難である。
【０００９】本発明の第二の課題は、上記第一の課題を
解決した上で、走査信号線を形成するプロセスとの整合
性がよいことである。走査信号線には特に低抵抗が要求
されるため、それを構成する膜はアルミニウムを主成分
とする合金を含む積層膜であることが望ましい。これを
加工するためのエッチング液と、映像信号線を加工する
ためのそれとが共通化すれば、製造コスト低減の観点か
ら望ましい。
【００１０】
【課題を解決するための手段】本発明の一実施態様によ
れば、一対の基板と、この一対の基板に挟持された液晶
層と、この一対の基板の一方の基板に形成される複数の
走査信号線と、この走査信号線とマトリクス状に交差す
る複数の映像信号線と、この走査信号線と映像信号線と
の交点付近に形成された薄膜トランジスタと、この薄膜
トランジスタに接続された画素電極と、この走査信号線
を概ね覆うゲート絶縁膜と、この映像信号線と薄膜トラ
ンジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを有し、走査信号線
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と映像信号線の少なくとも一方の信号線が下層である第
１導電膜と上層である第２導電膜との二層膜から構成さ
れる液晶表示装置で、第１導電膜はモリブデンを主成分
としタングステンを含有する合金であり、第２導電膜は
モリブデンを主成分としジルコニウムを含有する合金で
あるというものである。
【００１１】さらに、第１導電膜はモリブデンを主成分
としタングステンを含有する合金であり、第２導電膜は
モリブデンを主成分としジルコニウムを４重量％以上含
有する合金であるというものである。
【００１２】さらに、二層膜のシート抵抗と全膜厚との
積として定義される平均導電率が１７０ｎΩ／ｍ以下で
あるというものである。
【００１３】さらに、第１導電膜の加工端部断面が順テ
ーパ形状となっているというものである。
【００１４】もしくは、第１導電膜はモリブデンを主成
分としタングステンを含有する合金であり、第２導電膜
はモリブデンを主成分としジルコニウムを４重量％以上
含有する合金であるというものである。
【００１５】さらに、二層膜のシート抵抗と全膜厚との
積として定義される平均導電率が１７０ｎΩ／ｍ以下で
あるというものである。
【００１６】さらに、第１導電膜の加工端部断面が順テ
ーパ形状となっているというものである。
【００１７】本発明の別の実施態様によれば、一対の基
板と、この一対の基板に挟持された液晶層と、この一対
の基板の一方に形成される複数の走査信号線と、走査信
号線とマトリクス状に交差する複数の映像信号線と、走
査信号線と映像信号線との交点付近に形成された薄膜ト
ランジスタと、薄膜トランジスタに接続された画素電極
と、走査信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、映像信号線
と薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜とを有し、
映像信号線と薄膜トランジスタのソース及びドレイン電
極が下層である第１導電膜と上層である第２導電膜との
二層膜から構成され、第１導電膜が薄膜トランジスタを
構成するシリコンと直接接続し、保護絶縁膜に設けられ
たスルーホールを介して第２導電膜が画素電極と直接接
続する液晶表示装置で、第１導電膜はモリブデンを主成
分としタングステンを含有する合金であり、第２導電膜
はジルコニウムを含有する合金であるというものであ
る。
【００１８】さらには、第１導電膜はモリブデンを主成
分としタングステンを含有する合金であり、第２導電膜
はモリブデンを主成分としジルコニウムを４重量％以上
含有する合金であるというものである。
【００１９】さらには、二層膜のシート抵抗と全膜厚と
の積として定義される平均導電率が１７０ｎΩ／ｍ以下
であるというものである。
【００２０】さらには、第１導電膜の加工端部断面が順
テーパ形状となっているというものである。さらには、
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7
走査信号線がアルミニウムを主成分とする合金とモリブ
デンを主成分とする合金との積層膜から構成されている
というものである。
【００２１】さらには、画素電極がインジウム酸化物と
錫酸化物と亜鉛酸化物との混合酸化物であるというもの
である。
【００２２】本発明の別の実施態様によれば、一対の基
板と、この一対の基板に挟持された液晶層と、この一対
の基板の一方に形成される複数の走査信号線と、走査信
号線とマトリクス状に交差する複数の映像信号線と、走
査信号線と映像信号線との交点付近に形成された薄膜ト
ランジスタと、走査信号線を概ね覆うゲート絶縁膜と、
映像信号線と薄膜トランジスタとを概ね覆う保護絶縁膜
と、複数の走査信号線と複数の映像信号線とで囲まれる
領域に形成された複数の画素内に前記一対の基板の一方
に形成される少なくとも一対の画素電極と対向電極とを
有し、画素電極には、走査信号線からの走査信号の供給
に基づいて駆動される薄膜トランジスタを介して映像信
号が供給され、対向電極には、複数の画素に渡って形成
される対向電圧信号線を介して基準電圧が供給され、画
素電極が下層である第１導電膜と上層である第２導電膜
との二層膜から構成される液晶表示装置で、第１導電膜
はモリブデンを主成分としタングステンを含有する合金
であり、第２導電膜はジルコニウムを含有する合金であ
るというものである。
【００２３】さらには、第１導電膜はモリブデンを主成
分としタングステンを含有する合金であり、第２導電膜
はモリブデンを主成分としジルコニウムを４重量％以上
含有する合金であるというものである。
【００２４】さらには、二層膜のシート抵抗と全膜厚と
の積として定義される平均導電率が１７０ｎΩ／ｍ以下
であるというものである。
【００２５】さらには、第１導電膜の加工端部断面が順
テーパ形状となっているというものである。
【００２６】本発明の別の実施態様によれば、一対の基
板と、この一対の基板に挟持された液晶層と、この一対
の基板の一方に形成される複数の走査信号線と、この走
査信号線とマトリクス状に交差する複数の映像信号線
と、走査信号線と映像信号線との交点付近に形成された
薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続された画
素電極と、薄膜トランジスタの多結晶シリコンを概ね覆
うゲート絶縁膜と、走査信号線を概ね覆い走査信号線と
映像信号線とを絶縁する層間絶縁膜と、映像信号線を概
ね覆う保護絶縁膜とを有し、薄膜トランジスタのゲート
電極が下層である第１導電膜と上層である第２導電膜と
の二層膜から構成される液晶表示装置で、第１導電膜は
モリブデンを主成分としタングステンを含有する合金で
あり、第２導電膜はジルコニウムを含有する合金である
というものである。
【００２７】これらの手段により本発明の課題を解決す
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るものである。以下、その理由を述べる。
【００２８】周期律表の金属元素中から毒性元素や、ス
パッタリングによる成膜が困難と思われるアルカリ金
属，アルカリ土類金属，強磁性体を除くと、比較的低抵
抗率の金属元素としてＡｇ，Ｃｕ，Ａｌ，Ｍｏ，Ｗが挙
げられる。このうち、Ａｇ，Ｃｕ，Ａｌは、薄膜トラン
ジスタのシリコンや画素電極となる透明導電膜とのコン
タクトが悪く、いわゆるバリアメタルやキャップメタル
を必要とする。すなわち、Ａｇ，Ｃｕ，Ａｌをシリコン
及び透明導電膜と接続するためには、Ａｇ，Ｃｕ，Ａｌ
の上層と下層にＭｏ等を積層する必要がある。この場
合、金属膜は三層となり、スパッタリング成膜工程への
負荷が著しく大きくなってしまう。
【００２９】また、Ｗの場合は、ウェットエッチング加
工のためには緩衝弗化水素酸やアルカリ溶液を必要とす
る。しかしながら、前者の緩衝弗化水素酸はガラス基板
やゲート絶縁膜のＳｉＮにダメージを与え、後者はレジ
ストにダメージを与えるため、配線形成工程にこれらを
用いることは困難である。
【００３０】以上のスクリーニングにおいてＡｇ，Ｃ
ｕ，Ａｌ，Ｗは本課題に対し不適切と判断されたが、残
されたＭｏ及びその高融点金属（Ｔｉ，Ｃｒ，Ｚｒ，Ｎ
ｂ，Ｈｆ，Ｔａ，Ｗ）との合金は、バリアメタルやキャ
ップメタルを必要とせず、また燐酸－硝酸の混酸によっ
てウェットエッチング加工ができる。しかしながら、純
ＭｏはＳｉＮ膜にスルーホール加工する際のＳＦ

6
 ドラ

イエッチングに対する耐性がない。また、ウェットエッ
チングにより配線断面をテーパ形状に加工することが困
難である。そこで、次の方針で配線膜の積層化と合金化
を考えた。
【００３１】まず、配線断面をテーパ形状にするため
に、二層膜の上層をウェットエッチングレートが比較的
大きく、比較的薄い膜とし、下層をウェットエッチング
レートが比較的小さく、比較的厚い膜とする。さらに、
上層にはドライエッチング耐性を持たせ、下層には導電
層としての役割を担わせる。すなわち、上層は高ウェッ
トエッチングレートと高ドライエッチング耐性の性質が
要求され、下層には低ウェットエッチングレートと低抵
抗の性質が求められる。発明者らは、Ｍｏに第二元素を
添加した合金の性質を調べ、以上の要求特性を満たすＭ
ｏ合金を見出した。
【００３２】図１５に、Ｍｏに、Ｔａ，Ｃｒ，Ｔｉ，Ｈ
ｆ，Ｚｒを添加したＭｏ合金のウェットエッチングレー
トとＳＦ

6
 ドライエッチングレートを示す。各添加元素

の場合とも添加量が増加するに従い、ウェットエッチン
グレートとドライエッチングレートが低下する。図示は
していないが、ＭｏにＷまたはＮｂを添加した場合は、
Ｔａを添加した場合と同様の軌跡が描かれる。これらの
添加元素の中で、ウェットエッチングレートの低下量に
対してドライエッチングレートの低下量の割合が最も大
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9
きい添加元素はＺｒであり、次いでＨｆである。ここ
で、ＺｒとＨｆの原料コストを考慮すると、Ｈｆのほう
が圧倒的に高価である。従って、前述の二層膜の上層と
して最適なのは、ＭｏにＺｒを添加した合金である。な
お、映像信号線に必要なドライエッチング耐性を付与す
るためには、Ｚｒを４重量％以上添加することが望まし
い。
【００３３】図１６に、Ｍｏに、Ｗ，Ｔａ，Ｎｂ，Ｈ
ｆ，Ｚｒを添加したＭｏ合金のウェットエッチングレー
トと抵抗率を示す。各添加元素の場合とも添加量が増加
するに従い、ウェットエッチングレートが低下し、抵抗
率が増加する。これらの添加元素の中で、ウェットエッ
チングレートの低下量に対して抵抗率の増加量の割合が
最も小さい添加元素はＷであり、次いでＴａである。図
示はしていないが、ＺｒやＨｆはウェットエッチングレ
ートの低下量に対して抵抗率の増加量の割合が極めて大
きい添加元素である。以上より、前述の二層膜の下層と
して最適なのは、ＭｏにＷを添加した合金である。下層
のＭｏＷ合金のＷ添加量は、上層のＭoＺr合金のＺｒ添
加量に依存する。すなわち、良好なテーパ形状を有する
配線断面とするために、下層のウエットエッチングレー
トが上層のそれよりも小さくなるＷ添加量の範囲で、か
つ抵抗率の上昇を小さくするようにできるだけ少ないＷ
添加量とすべきである。
【００３４】図１７に、以上で述べた上層をＭｏＺｒ合
金とし下層をＭｏＷ合金とする二層膜をウェットエッチ
ング加工した断面形状を示す。上層のＭｏＺｒ層が後退
しテーパ状の断面形状にウェットエッチング加工され
る。なお。エッチング液はアルミエッチング液として用
いる燐酸－硝酸を含む混酸であり、走査信号線にアルミ
ニウム合金を含む膜を採用した場合、エッチング液を共
通化することができる。
【００３５】また、走査信号線にアルミニウム合金を含
む膜を採用した場合に、画素電極に多結晶のインジウム
錫酸化物を採用すると走査信号線の断線歩留りが悪化す
る。これは、多結晶のインジウム錫酸化物のエッチング
液である臭化水素酸等の強力なハロゲン酸が走査信号線
まで浸透することにより溶断を引き起こすためである。
この溶断を本質的に無くすためには、画素電極としてイ
ンジウム酸化物と錫酸化物と亜鉛酸化物との混合酸化物
等の非晶質の透明導電膜を採用し、そのエッチング液を
蓚酸等のマイルドなものに変更することである。このイ
ンジウム酸化物と錫酸化物と亜鉛酸化物との混合酸化物
と、上述のＭｏＺｒ合金とのコンタクト特性は良好であ
り、この透明導電膜を画素電極として採用することが可
能となる。
【００３６】また、走査信号線の場合は、シリコンとの
コンタクトを考慮する必要がないために配線膜の下層と
してより低抵抗のアルミニウム合金を採用することがで
きる。しかしながら上述のように画素電極として多結晶
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のインジウム錫酸化物を採用する場合は、断線歩留りの
観点からアルミニウム合金の採用は望ましくない。な
お、多結晶のインジウム錫酸化物を採用する利点は、画
素電極と同時に形成する配線端子部において接続抵抗が
低く安定していることである。この場合、配線抵抗のス
ペックさえ満たせば、前述の上層をＭｏＺｒ合金とし下
層をＭｏＷ合金とする二層膜構成を走査信号線に適用す
ることが可能である。前述のようにこの二層膜構成の場
合、加工端部のテーパ形状が良好であるために、ゲート
絶縁膜のカバレッジや映像信号線の乗り越え特性等が良
好になる。
【００３７】
【発明の実施の形態】（実施例１）
《等価回路》図２は、本発明による液晶表示装置の実施
例１の構造を示す等価回路図である。図２は、回路図で
あるが、実際の幾何学的配置に対応して描かれている。
【００３８】図２の実施例１において、透明基板１と透
明基板２とは、対向して配置され、液晶層を挟持してい
る。
【００３９】透明基板１の液晶側の面には、ｘ方向に延
びｙ方向に並べて配置されるゲート（走査）信号線４
と、ゲート信号線４と絶縁されてｙ方向に延びｘ方向に
並べて配置されるドレイン(映像）信号線５とが形成さ
れている。これらゲート(走査）信号線４とドレイン
（映像）信号線５とにより囲まれる矩形状の領域が画素
領域となる。これら画素領域は、集合して表示部を構成
している。
【００４０】各画素領域には、一方のゲート信号線４か
らの走査信号（電圧）により駆動される薄膜トランジス
タ６と、この薄膜トランジスタ６を介してドレイン信号
線５から映像信号（電圧）が供給される画素電極７とが
形成されている。
【００４１】液晶表示装置のサイズが大きくなるに従
い、信号線長が長くなるため、ゲート信号線４やドレイ
ン信号線５の抵抗は高くなる。また、液晶表示装置の精
細度が細かくなるに従い、信号線幅が小さくなるため、
ゲート信号線４やドレイン信号線５の抵抗は高くなる。
これら信号線４，５の抵抗が高くなると走査信号や映像
信号の電圧が降下するので、薄膜トランジスタ６に十分
な信号電圧が供給されないことになる。その結果、輝度
傾斜などの重大な画質劣化を引き起こす。
【００４２】また、画素電極７と一方のゲート信号線４
と隣接する他方のゲート信号線４との間には、容量素子
８が形成される。この容量素子８は、薄膜トランジスタ
６がオフした際に、画素電極７に供給された映像信号を
長く蓄積する。
【００４３】各画素領域における画素電極７は、液晶を
介して対向配置される他方の透明基板２の液晶側の面に
各画素領域に共通に形成された対向電極（図示せず）と
の間に電界を発生させ、各電極の間の液晶の光透過率を
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制御する。
【００４４】各ゲート信号線４の一端は透明基板の一辺
側（図左側）に延びている。各ゲート信号線４の延在部
には、透明基板１に搭載される垂直走査回路の半導体集
積回路９のバンプと接続される端子部１０が形成され
る。
【００４５】各ドレイン信号線５の一端は、透明基板１
の一辺側（図上側）に延びている。各ドレイン信号線５
の延在部には、透明基板１に搭載される映像信号駆動回
路の半導体集積回路１１のバンプと接続される端子部１
２が形成される。
【００４６】半導体集積回路９，１１は、それぞれ、い
わゆるＣＯＧ方式により、それ自体が透明基板１上に完
全に搭載されている。
【００４７】半導体集積回路９，１１の入力側の各バン
プも透明基板１に形成された端子部１３，１４にそれぞ
れ接続される。これら各端子部１３，１４は、各配線層
１５，１６を介して、透明基板１の周辺のうち最も端面
に近い部分にそれぞれ配置された端子部１７，１８に接
続される。
【００４８】透明基板２は、半導体集積回路が搭載され
る領域を回避するようにして透明基板１と対向配置さ
れ、透明基板１よりも小さな面積となっている。
【００４９】透明基板２は、透明基板２の周辺に形成さ
れたシール材４７により透明基板１に固定されている。
このシール材は、透明基板１，２の間の液晶を封止する
機能も兼ねている。
【００５０】なお、上記構造の説明では、ＣＯＧ方式に
よる液晶表示装置について説明したが、本発明は、ＴＣ
Ｐ（TAPE CARRIER PACKAGE）方式の液晶表示装置にも適
用できる。ＴＣＰ方式とは、フレキシブルテープ上にフ
ォトリソ技術によりパターンを形成してテープキャリア
とし、このテープキャリアに半導体集積回路チップをＴ
ＡＢ手法（TAPE AUTOMATED BONDING）で搭載するパッケ
ージ方式である。パッケージの出力端子は、透明基板Ｓ
ＵＢ１に形成された端子部に接続され、入力端子は、透
明基板１に近接して配置されるプリント基板上の端子部
に接続される。
《画素の構造》さらに、図１，図３を用いて説明する
と、図３は透明基板１の一画素領域の構造を示す平面図
であり、図２における点線枠ａに示す部分に相当する。
また、図１は、図３のIV－IV線における断面構造を示す
図である。
【００５１】図１及び図３において、透明基板１の液晶
側の面には、ｘ方向に延びｙ方向に並べて配置されるゲ
ート信号線４が形成されている。
【００５２】このゲート信号線４は、本実施形態１の場
合、２層構造となっており、その下層は、例えば、Ａｌ
を主成分とする合金層からなり、上層は、ＭｏＺｒ合金
等のＭｏを主成分とする合金層からなっている。
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【００５３】このような二層構造とすることにより、ゲ
ート信号線の配線抵抗を大幅に下げることができ、エッ
チング加工する際にその断面を順テーパ形状とすること
ができる等の効果を奏する。さらに、他の効果も後の説
明で明らかとなるであろう。
【００５４】透明基板１の面には、例えば、ＳｉＮから
なる絶縁膜１９が、ゲート信号線４を被覆するように形
成されている。絶縁膜１９は、後述のドイレン信号線５
に対してはゲート信号線４との層間絶縁膜として機能
し、後述の薄膜トランジスタ６に対してはそのゲート絶
縁膜として機能し、後述の容量素子８に対してはその誘
電体膜として機能する。
【００５５】画素領域の左下でゲート信号線４と重畳す
る部分において、例えば、ａ－Ｓｉからなる半導体層２
０が形成されている。半導体層２０は、その上面にソー
ス電極２１およびドレイン電極２２を形成すると、ゲー
ト信号線４の一部をゲート電極とするＭＩＳ型の薄膜ト
ラシジスタ６の半導体層となる。
【００５６】薄膜トランジスタ６のソース電極２１およ
びドレイン電極２２は、絶縁膜１９上に形成されるドレ
イン信号線４と同時に形成される。すなわち、図３にお
いて、ｙ方向に延在されｘ方向に並べて配置されるドレ
イン信号線５の一部を半導体層２０の上面にまで延在さ
せて形成すると、その延在部は、薄膜トランジスタ６の
ドレイン電極２２となる。また、この時、ドレイン電極
２２と離間させて形成された電極は、ソース電極２１と
なる。ソース電極２１は、後述の画素電極７と接続され
るので、その接続部を確保するために画素領域の中央側
に若干延在させた延在部を有する。
【００５７】ドレイン信号線５は、本実施例１の場合２
層構造となっており、その下層は、ＭｏＷ（Ｗ含有量
は、例えば１７重量％）合金層からなる比較的厚い層で
あり、上層は、ＭｏＺｒ（Ｗ含有量は、例えば８重量
％）合金層からなる比較的薄い層である。
【００５８】上層をＭｏＺｒ合金層としたのは、後述の
ように、保護絶縁膜２３にコンタクトホール２４を形成
する際のフッ素プラズマによるドライエッチングに対す
る耐性を持たせ、ソース電極２１が消失しないようにす
るためである。画素電極７とのコンタクトも担ってい
る。下層をＭｏＷ合金層としたのは、ドレイン信号線５
を低抵抗化するためである。薄膜トラシジスタ６の半導
体層２０とのコンタクトも担っている。また、ＭｏＺｒ
合金はＭｏＷに比べてウェットエッチングレートが小さ
く、このような二層膜にすることによりテーパ加工が可
能になる。
【００５９】なお、ドレイン電極２２，ソース電極２１
の半導体層２０との界面には、不純物がドープされた半
導体層が形成される。この半導体層はコンタクト層とし
て機能する。半導体層２０を形成した後、その表面に不
純物がドープされた膜厚の薄い半導体層を形成し、ドレ
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イン電極２２およびソース電極２１を形成した後に、各
電極をマスクとして、半導体層のマスクから露出した部
分をエッチングすると、上述の構造が得られる。
【００６０】このようにドレイン信号線５（ドレイン電
極２２，ソース電極２１）が形成された透明基板１の表
面には、例えば、ＳｉＮからなる保護絶縁膜２３が形成
され、ドレイン信号線５などを被覆する。保護絶縁膜２
３は、薄膜トランジスタ６の液晶との直接の接触を回避
するためなどに設けられる。
【００６１】薄膜トランジスタ６のソース電極２１の延
在部の一部を後述の画素電極７と接続するために露出さ
せる目的で、保護絶縁膜２３にはコンタクトホール２４
がフッ素プラズマによるドライエッチングにより形成さ
れる。
【００６２】保護絶縁膜２３の上面には、画素領域の大
部分を被って、例えば、インジウム－錫－亜鉛酸化物
（ＩＴＺＯ，ＩＮＤＩＵＭ－ＴＩＮ－ＺＩＮＣ－ＯＸＩ
ＤＥ）膜，インジウム－錫酸化物（ＩＴＯ，ＩＮＤＩＵ
Ｍ－ＴＩＮ－ＯＸＩＤＥ）膜，インジウム亜鉛酸化物
（ＩＺＯ，ＩＮＤＩＵＭ－ＺＩＮＣ－ＯＸＩＤＥ）膜，
インジウムゲルマニウム酸化物（ＩＧＯ，ＩＮＤＩＵＭ
－ＧＥＲＭＡＮＩＵＭ－ＯＸＩＤＥ）膜のいずれかから
なる透明の画素電極７が形成されている。ここでは、Ｉ
ＴＺＯを採用した。ＩＴＺＯは非晶質として成膜される
ため蓚酸等のマイルドなエッチング液で加工することが
できる。従って、本例のようにゲート信号線にＡｌを主
成分とする合金を用いても、それを溶断するような歩留
り低下は起こらない。この画素電極７は、保護絶縁膜２
３のコンタクトホール２４をも覆うようにして形成さ
れ、薄膜トランジスタ６のソース電極２１のＭｏＺｒ合
金と接続される。ＩＴＺＯとＭｏＺｒ合金との接触抵抗
は低く、良好な電気的接続が得られる。
【００６３】このように画素電極７が形成された透明基
板１の表面には、画素電極７をも被って配向膜２５が形
成されている。配向膜２５は、例えば、樹脂からなり、
その表面には一定方向にラビング処理がなされている。
配向膜２５は、液晶層３と接触し、液晶層３の初期配向
方向を決定する。
【００６４】透明基板１の液晶層３と反対側の面には、
偏光板２６が装着されている。
【００６５】一方、透明基板２の液晶側の面には、各画
素領域を画するようにしてブラックマトリクス２７が形
成されている。このブラックマトリクス２７は、外来光
が薄膜トランジスタ６に照射するのを回避するためと、
表示のコントラストを良好にするために設けられてい
る。
【００６６】さらに、ブラックマトリクス２７におい
て、光が透過する領域となり実質的な画素領域となる開
口部には、各画素領域に対応した色を有するカラーフィ
ルタ２８が形成されている。カラーフィルタ２８は、例
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えば、ｙ方向に並べて配置される各画素領域において同
色のフィルタが用いられ、ｘ方向の各画素領域毎に例え
ば、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）のフィルタが順番に
繰り返し配列されている。
【００６７】このようにブラックマトリクス２７および
カラーフィルタ２８が形成された透明基板２の表面に
は、ブラックマトリクス２７などをも被って、例えば、
塗布などにより形成された樹脂からなる平坦化膜２９が
形成され、その表面にブラックマトリクス２７およびカ
ラーフィルタ２８による段差が現われないようにしてい
る。
【００６８】平坦化膜２９の表面には、各画素領域に共
通に例えば、ＩＴＯからなる対向電極３０が形成されて
いる。対向電極３０は、各画素領域における画素電極７
との間に映像信号（電圧）に対応した電界を発生させ、
これら各電極との間の液晶層３の配向方向を制御し、前
述した偏光板２６と後述する偏光板３１との適切な組合
せにより光透過率を制御する。
【００６９】さらに、このように対向電極３０が形成さ
れた透明基板２の表面には、対向電極３０をも被って配
向膜３２が形成されている。配向膜３２は、例えば、樹
脂からなりその表面には、一定方向にラビング処理がな
されている。配向膜３２は液晶層３と接触し、液晶層３
の初期配向方向を決定する。
【００７０】透明基板１の液晶層３と反対側の面には、
偏光板３１が装着されている。
《端子部の構成》図４はドレイン端子部１２の構成を示
す図で、図４（ａ）は並設されて形成される複数のドレ
イン端子部１２のうち２個を示した平面図を、図４
（ｂ）は図４（ａ）のｂ－ｂ線における断面図を示して
いる。
【００７１】まず、透明基板１の表面には、表示部から
延在されたドレイン信号線４が形成されている。
【００７２】このドレイン信号線５は、上述したよう
に、上層をＭｏＺｒ合金，下層をMoW合金とする二層膜
からなっている。
【００７３】このドレイン信号線５は最初にＳｉＮから
なる保護絶縁膜２３によって被われた状態となっている
が、その端子部の形成領域における孔開けによって、保
護絶縁膜２３から露出されている。
【００７４】なお、この場合の保護絶縁膜２３の孔開け
はフッ素系ドライエッチングガスによって行うことが好
ましい。ドライエッチングはウェットエッチングに比べ
て加工精度や処理時間制御性に優れており端子部の孔開
けや画素部のコンタクトホール等の加工に有利である。
また、ドレイン信号線５の上層のＭｏＺｒ合金は耐ドラ
イエッチング性が高く、エッチングの際に除去されるこ
とがないからである。
【００７５】端子部の形成領域における信号線の露出部
には、その中央を除く周辺にたとえばＩＴＺＯ（ＩＮＤ
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ＩＵＭ－ＴＩＮ－ＺＩＮＣ－ＯＸＩＤＥ）膜からなる導
電性酸化膜４２が積層されている。ここで、導電性酸化
膜４２の材料として、ＩＴＯ（ＩＮＤＩＵＭ－ＴＩＮ－
ＯＸＩＤＥ）膜，ＩＺＯ（ＩＮＤＩＵＭ－ＺＩＮＣ－Ｏ
ＸＩＤＥ）膜，ＩＧＯ（ＩＮＤＩＵＭ－ＧＥＲＭＡＮＩ
ＵＭ－ＯＸＩＤＥ）膜を選択することも可能である。し
かしながら、ＩＴＯ膜は端子接続抵抗が小さい点に優れ
ているが、その加工のためのエッチング液が臭化水素酸
等の強力なハロゲン酸であるためにＡｌ合金を採用した
ゲート信号線の溶断を引き起こすことが問題となる。逆
に、ＩＺＯ膜やＩＧＯ膜の場合は、その加工のためのエ
ッチング液が蓚酸等のマイルドな薬液であるためにＡｌ
合金を採用したゲート信号線の溶断を引き起こすことは
ないが、端子接続抵抗が高くなりやすい点が問題とな
る。場合によってはＣＯＧ実装が困難になる。ＩＴＺＯ
の採用により、ゲート信号線の溶断と端子接続抵抗の問
題をバランスよく解決できる。
【００７６】そして、このように構成されるドレイン端
子部１２は、図４（ｂ）に示すように、異方性導電膜
（シート）４３を介して半導体集積回路１１のバンプ４
４と接続されるようになっている。ここで、異方性導電
膜４３は多数の導電性粒子が含有されたシート状の樹脂
膜からなり、ドレイン端子部１２群と半導体集積回路１
１の間に介在させてある一定の圧力を加えることによ
り、バンプ４４とドレイン端子部１２の導電部材（前記
導電性酸化膜４２）は前記導電性粒子を介して電気的に
接続されるようになる。
《製造方法》次に、上述した液晶表示装置の透明基板１
側の製造方法について図５ないし図９を用いて説明す
る。図５ないし図９の各図において、（ａ）薄膜トラン
ジスタ部分、（ｂ）はゲート端子部分、（ｃ）はドレイ
ン端子部分、（ｄ）は工程の流れを示す。
【００７７】図５ないし図９は各フォトリソグラフィ工
程に対応して区分けしたもので、各図のいずれもフォト
リソグラフィ後の加工が終わりフォトレジストを除去し
た段階を示している。ここで、フォトリソグラフィとは
本説明ではフォトレジストの塗布からマスクを使用した
選択露光を経てそれを現像するまでの一連の作業を示す
ものとし、繰返しの説明は避ける。以下区分けした工程
に従って説明する。
【００７８】第１フォトリソグラフィ工程，図５
図５の（ａ）薄膜トランジスタ部分、（ｂ）はゲート端
子部分、（ｃ）はドレイン端子部分の各部分において、
ＡＮ６３５ガラス（商品名）からなる透明基板１上に膜
厚が２０００ÅのＡｌＮｄ合金層をスパッタリングによ
り形成し、さらに連続して膜厚が４００ÅのＭｏＺｒ合
金層をスパッタリングにより形成している。フォトリソ
グラフィ後、燐酸，硝酸，酢酸，純水，フッ化アンモニ
ウムなどからなるエッチング液でＭｏＺｒ合金層とＡｌ
Ｎｄ合金層を一括でかつ選択的にエッチングする。
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【００７９】これにより、ゲート電極４５，ゲート信号
線４，ゲート端子部１０，半導体集積回路９の入力側の
端子部１３，この端子部１３に配線層を介して接続され
る端子部１７，半導体集積回路１１の入力側の端子部１
４、この端子部１４に配線層を介して接続される端子部
１８を形成する。
【００８０】第２フォトリソグラフィ工程，図６
プラズマＣＶＤ装置にアンモニアガス,シランガス,窒素
ガスを導入して、膜厚が３５００ÅのＳｉＮからなる絶
縁膜１９を設け、プラズマＣＶＤ装置にシランガス，水
素ガスを導入して、膜厚が１２００Åのｉ型非晶質Ｓｉ
膜を形成した後、プラズマＣＶＤ装置に水素ガス，ホス
フィンガスを導入して、膜厚が３００ÅのＮ（＋）型非
晶質Ｓｉ膜を形成する。
【００８１】フォトリソグラフィ後、ドライエッチング
ガスとしてＳＦ

6
 ，ＣＣｌ

4
 を使用してＮ（＋）型非晶

質Ｓｉ膜，ｉ型非晶質Ｓｉ膜を選択的にエッチングする
ことにより、島状の半導体層２０を形成する。
【００８２】第３フォトリソグラフィ工程，図７
膜厚が２１００ÅのＭｏＷ合金層をスパッタリングによ
り形成し、さらに連続して膜厚が４００ÅのＭｏＺｒ合
金層をスパッタリングにより形成する。フォトリソグラ
フィ後、第１フォトリソグラフィと同組成のエッチング
液でＭｏＺｒ合金層とＭｏＷ合金層を一括でかつ選択的
にエッチングする。これにより、ドレイン信号線ＤＬ，
ソース電極ＳＤ１，ドレイン電極２２，ドレイン端子１
１を形成する。
【００８３】ここで、導電膜として、たとえばＭｏＺｒ
／ＡｌＮｄ／ＭｏＺｒからなる三層膜であってもよい
が、長い成膜時間を要するため生産性が悪いことや、そ
の成膜に必要な成膜装置が大掛かりになり設備投資が大
きくなることを考慮すると好ましくない。
【００８４】つぎに、ドライエッチング装置にＣＣｌ

4
 ，ＳＦ

6
 を導入して、Ｎ（＋）型半導体層を選択的に

除去する。
【００８５】第４フォトリソグラフィ工程，図８
プラズマＣＶＤ装置にアンモニアガス，シランガス，窒
素ガスを導入して、膜厚が０.４ μｍのＳｉＮからなる
保護絶縁膜２３を形成する。フォトリソグラフィ後、ド
ライエッチングガスとしてＳＦ

6
 を使用してＳｉＮ膜を

選択的にエッチングすることによって、保護絶縁膜２３
および絶縁膜１９をパターニングする。ここで、ＭｏＺ
ｒは充分なドライエッチング耐性を有しているためＳＦ

6
 によるドライエッチングで消失することはなく、Ｓｉ
Ｎ膜を選択エッチングすることが可能になる。
【００８６】第５フォトリソグラフィ工程，図９
膜厚が１１５０ÅのＩＴＺＯ膜（Indium－Tin－Zinc－O
xide）からなる透明導電膜をスパッタリングにより形成
する。フォトリソグラフィ後、エッチング液として蓚酸
を主成分とする水溶液で透明導電膜を選択的にエッチン
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17
グすることにより、画素電極７，ゲート端子部１０の最
上層，ドレイン端子部１２の最上層を形成する。
【００８７】（実施例２）本発明の実施例２につき、図
１０を参照して説明する。図１０は、図１と同様に図３
のIV－IV線における断面構造を示す図である。ここで、
図１と図１０の違いは、図３においてゲート信号線４が
Ａｌ合金にＭｏ合金を積層した膜から構成されているの
に対し、図１０ではＭｏＷ合金にＭｏＺｒ合金を積層し
た膜になっていることである。また、図３において画素
電極７に用いる透明導電膜が安定に非晶質成膜できるＩ
ＴＺＯ（Indium－Tin－Zinc－Oxide）から構成されてい
るのに対し、図１０では多結晶のＩＴＯ（Indium－Tin
－Oxide）から構成されていることである。
【００８８】ゲート信号線４に採用したＭｏＷ合金にＭ
ｏＺｒ合金を積層した膜は、配線抵抗の面ではＡｌ合金
を用いた配線に劣るが、多結晶ＩＴＯのエッチング液で
ある臭化水素酸等の強力なハロゲン酸にも冒されない特
質を持つ。従って、画素電極７及びそれと同時に形成す
るゲート端子部１０とドレイン端子部１２の最上層膜と
して、端子接続抵抗が低く安定している多結晶ＩＴＯを
採用することが可能となる。
【００８９】（実施例３）上述した実施例では、画素の
構成としていわゆる縦電界方式のものを説明したもので
あるが、これに限定されることなくたとえば横電界方式
のものであっても適用できることはもちろんである。
【００９０】図１１は、横電界方式の液晶表示装置の画
素の構成の一実施例を示す平面図である。
【００９１】この方式は、画素電極４１が形成された側
の透明基板１の液晶側の面に対向電極３０が形成され、
これら各電極はそれぞれストライプ状（この図では図中
ｙ方向に延在している）のパターンをなし交互に配置さ
れている。
【００９２】画素電極４１と対向電極３０は絶縁膜を介
して異なる層に形成され、これの間に発生する電界のう
ち透明基板１とほぼ平行な成分を有する電界によって液
晶の光透過率を制御するようになっている。
【００９３】なお、各画素領域はｘ方向に延在しｙ方向
に並設されるゲート信号線４とｙ方向に延在しｘ方向に
並設されるドレイン信号線５によって囲まれた領域に形
成され、一方のドレイン信号線５は薄膜トランジスタＴ
ＦＴを介して画素電極４１に接続されていることは図１
と同様の構成となっているが、各対向電極３０に対向電
圧信号を供給するための対向電圧信号線４６が新たに形
成されているところが異なっている。
【００９４】横電界方式の場合には、次の点に注意する
必要がある。画素電極４７の断面形状が悪化、具体的に
は、テーパ形状が切り立ったような場合には、その電極
の脇の部分の配向膜がラビングされない場合がある。こ
れは、黒表示時にその部分で光漏れとなり、コントラス
ト低下という表示品質上の不具合を引き起こす。図１２
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は、横電界方式の画素であり、黒表示時の光学顕微鏡観
察結果である。このように画素電極４１の脇が白く光っ
ていることがわかる（図中ＬＫで指示）。図１３は、こ
の画素電極４１の断面形状（電子顕微鏡観察結果）であ
る。このように切り立った部分がある配線では、脇が白
く光ることがわかる。ところが、本実施例においては画
素電極４１をＭｏＷ合金にＭｏＺｒ合金を積層した膜で
構成しており、前述のように断面形状が順テーパ状に形
成されることから、図１２に示したようなコントラスト
低下の不具合を対策できた。
【００９５】（実施例４）上述した実施例では、薄膜ト
ランジスタＴＦＴの構成としていわゆるボトムゲート型
の例を示したが、これに限定されることなくたとえばい
わゆるコプレナ型の薄膜トランジスタのものであっても
適用できることはもちろんである。本発明の第４の実施
例につき、図１４を参照して説明する。
【００９６】ＳｉＯ

2
 やＳｉＮの少なくとも一方でオー

バーコートされた基板３３の上に、多結晶シリコン３４
の島を形成した後、ＳｉＯ

2
 等からなるゲート絶縁膜３

５を形成する。
【００９７】次にゲート電極３６を形成する。本実施例
では、ゲート電極３６は、下層であるＭｏを主成分とし
Ｗを含有する合金と上層であるＭｏを主成分としＺｒで
ある積層膜から構成される。合計膜厚は約２００ｎｍで
ある。
【００９８】ここで、ｎ型チャンネルを次の手順で形成
する。フォトリソグラフィでレジストパタンを形成後、
上記積層膜をレジスト端から約１μｍ後退エッチングす
る。エッチング液は、実施例１でも示した燐酸－硝酸－
酢酸の混酸である。つぎに、多結晶シリコン３４に対
し、レジストを剥離せずに強いドーピングを行い、続い
てレジストを剥離して弱いドーピングを実施する。以上
により自己整合的に多結晶シリコンに弱いドーピング領
域が形成できる。通常のウェットエッチングでは約１μ
ｍの後退エッチングを実施すると、その加工断面形状は
垂直状になる。さらに場所によっては逆テーパ状にな
り、電極の近傍においてドーピングされない領域を形成
してしまう場合もある。しかしながら、本実施例のよう
に、ＭｏＷ合金にＭｏＺｒ合金を積層した膜を採用した
場合は、前述のように断面形状が順テーパ状に形成され
る。従って、上述のような非ドーピング領域形成の問題
はなくなり、また、その上に形成される膜のカバレッジ
が良好になり後述のソース電極３７，ドレイン電極３８
とのショート等の不具合が改善される。
【００９９】上記の通り、ゲート電極を形成した後、Ｓ
ｉＯ

2
 等からなる層間絶縁膜３９を形成する。その後、

強くドーピングされた多結晶シリコン３４の領域の一部
にスルーホールを形成する。続いて、ソース電極３７，
ドレイン電極３８を形成する。次に、ＳｉＮ、またはＳ
ｉＯ

2
 、または有機絶縁体、またはこれらの少なくとも
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２つを積層した層間絶縁膜４０を形成する。続いて、層
間絶縁膜４０にコンタクトホールを形成した後、画素電
極４１を形成し、薄膜トランジスタ基板が完成する。
【０１００】本発明に関するいくつかの実施例が表示さ
れ且つ記載されたが、これらはこれら自体に限定される
ものでなく、当業者の知り得る範囲で多用に変形又は改
善されるものでもあり、その請求の範囲は以上に示され
且つ記載された詳細に限定されるものでなく上記変形及
び改善を包含するものでもある。例えば、上記の実施例
で記載された薄膜トランジスタ基板は、液晶表示装置だ
けではなく有機ＬＥＤ（Light Emission Diode）表示装
置にも適用できることはいうまでもない。
【０１０１】
【発明の効果】本発明により、低抵抗，ドライエッチン
グ耐性，ゲート絶縁膜との選択ウェットエッチング，積
層数２層以下、断面のテーパ加工の各要件を満たすボト
ムゲート型ＴＦＴの映像信号線を有する液晶表示装置が
提供される。ひいては良好な特性の液晶表示装置が提供
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示装置の画素の構成の一実
施例を示す要部平面図である。
【図２】本発明による液晶表示装置の画素の構成の一実
施例を示す要部断面図である。
【図３】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す等
価回路を示す図である。
【図４】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す要
部（端子部）構成図である。
【図５】本発明による液晶表示装置の製造方法の一実施
例を示す工程図で、図６，図７，図８，図９と一体とな
った図面である。
【図６】本発明による液晶表示装置の製造方法の一実施
例を示す工程図で、図５，図７，図８，図９と一体とな
った図面である。
【図７】本発明による液晶表示装置の製造方法の一実施
例を示す工程図で、図５，図６，図８，図９と一体とな
った図面である。 *
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*【図８】本発明による液晶表示装置の製造方法の一実施
例を示す工程図で、図５，図６，図７，図９と一体とな
った図面である。
【図９】本発明による液晶表示装置の製造方法の一実施
例を示す工程図で、図５，図６，図７，図８と一体とな
った図面である。
【図１０】本発明による液晶表示装置の画素の構成の一
実施例を示す要部断面図である。
【図１１】本発明による液晶表示装置の画素の構成の一
実施例を示す要部平面図である。
【図１２】液晶表示装置の表示欠陥の例を示す写真であ
る。
【図１３】図１２の表示欠陥を示す液晶表示装置の画素
電極断面の例を示す写真である。
【図１４】本発明による液晶表示装置の画素の構成の一
実施例を示す要部断面図である。
【図１５】液晶表示装置の映像信号線候補材料の特性デ
ータ示す図である。
【図１６】液晶表示装置の映像信号線候補材料の特性デ
ータ示す図である。
【図１７】液晶表示装置の映像信号線候補材料の特性デ
ータ示す図である。
【符号の説明】
１、２…透明基板、３…液晶層、４…ゲート信号線、５
…ドレイン信号線、６…薄膜トランジスタ、７，４１…
画素電極、８…容量素子、９，１１…半導体集積回路、
１０…ゲート端子部、１２…ドレイン端子部、１３，１
４，１７，１８…端子部、１５，１６…各配線層、１９
…絶縁膜、２０…半導体層、２１，３７…ソース電極、
２２，３８…ドレイン電極、２３…保護絶縁膜、２４…
コンタクトホール、２５，３２…配向膜、２６，３１…
偏光板、２７…ブラックマトリクス、２８…カラーフィ
ルタ、２９…平坦化膜、３０…対向電極、３３…基板、
３４…多結晶シリコン、３５…ゲート絶縁膜、３６，４
５…ゲート電極、３９，４０…層間絶縁膜、４２…導電
性酸化膜、４３…異方性導電膜、４４…バンプ、４６…
対向電圧信号線、４７…シール材。

【図１２】 【図１３】
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
【図１４】

【図１７】
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【図１５】
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【図１６】
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2H192/DA02 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192/FA65 2H192/FB22 2H192/GA41 2H192/JA33

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：提供一种液晶显示装置，其具有满足低电阻，耐干蚀刻性，利用栅极绝缘膜的选择性湿蚀刻，层数为2以下，截面的
锥度加工等要求的底栅型TFT的视频信号线。 视频信号线是由下部的第一导电膜和上部的第二导电膜组成的层压膜，并且第一导电
膜是包含Mo作为主要成分和W的合金。 第二导电膜具有层叠结构，该层叠结构是包含Mo作为主要成分和Zr的合金。 本发明提供一
种液晶显示装置，该液晶显示装置具有满足低电阻，耐干蚀刻性，利用栅极绝缘膜的选择性湿法蚀刻，层叠数为2以下，截面的锥
度加工等要求的底栅型TFT的视频信号线。
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